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(54) ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПЛАЗМОТРОН
(57) Изобретение относится к генери-

рованию плотной низкотемпературной

плазмы и может быть использовано в

плазмохимии и плазменной технологии.

Целью изобретения является повышение

КПД плазмотрона при емкостном спосо-

бе возбуждения разряда. Высокочас-

тотный плазмотрон содержит разрядную

камеру, возбуждающее разряд устрой-

ство, систему газового, порошкового

питания, проводящий экран, выполнен-

ный в виде зеркального покрытия на

внутренней стенке камеры* При емкост-

ном способе возбуждения разряда спи-

раль выполнена по винтовой линии в

виде цилиндрической спирали, индук-

тивное сопротивление'которой удовлет-

воряет соотношению 5R 4 0,Afil n'f/(2D+

+20В) ilOOR, где Т) - диаметр спира-

ли, см; п - число витков; f - часто-

та генератора, мГц; В - продольный

вдоль оси камеры размер спирали, см; •

R - сопротивление шнура разряда, Ом.

Кроме того, зеркальная поверхность

может быть получена в виде колец с

зазорами. 1 ил.
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Изобретение относится к генериро-
ванию плотной низкотемпературной
плазмы и может быть использовано в
плазмохимии и плазменной технологии.

Целью изобретения является повы-
шение КПД плазмотрона при емкостном
способе возбуждения разряда.

На чертеже показан предлагаемый
плазмотрон.

Плазмотрон содержит камеру I , и з -
готовпенную из кварцевого стекла и
охлаждаемую потоком сжатого газа
(воздуха) ; Подача плазмообраэукчцего
газа осуществляется через патрубок 2,
ВЧ-мощность подается на водоохлаждае-
мый индуктор 3. Вдоль оси камеры воз-
буждается ВЧ-раэряд 4. Зеркальное по-
крытие 5 из серебра нанесено с з а з о -
ром 6 (просветом) на внешнюю поверх-
ность с те нки к аме ры.

Частота генератора 150 Мгц, мощ-
ность факела разряда изменяется кало-
риметром, давление газа (аргона) при
работающем плазмотроне ^ 2 , 5 атм.

Изменяя количество витков спирали
п, обнаружено, что при индуктивном
сопротивлении более I00R и менее 5R
(R 1000 Ом), конструкция работает не-
стабильно, так как отрицательное
влияние оказывают межвитковые пробои
и шунтирование тока разряда.
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Увеличение КГЩ ВЧ-плазмотрона с
зеркальным спиральным покрытием раз-
рядной камеры составило 10%.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Высокочастотный плазмотрон, содер-
жащий диэлектрическую разрядную каме-
ру с нешунтирующим разряд цилиндри-
ческим металлическим экраном, источ-
ник ВЧ-питания, систему газового и
порошкового питания, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что, с целью повыше-
ния КПД при емкостном способе возбуж-
дения разряда, экран выполнен в виде
зеркального покрытия в форме спирали
или колец, размещенного на стенке
-разрядной камеры, индуктивное сопро-
тивление которой удовлетворяет соот-
ношению

5R , \J * —ти U 11 J-

20В
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где D - диаметр спирали, см;

п - число витков;

f - частота генератора, мГц;

В - продольный вдоль оси камеры

размер спирали, см;

R - сопротивление шнура разряда,

Ом.

ВИКИПИ Заказ 479/ДСП Тираж 341 Подписное

Проиэв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная,


